Référence de tension Widlar :
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On peut écrire :
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Ce qui s’écrit également
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En considérant   
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Cependant,
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Il vient,
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Il suffit de fixer R1, R2, IS1, IS2 pour définir le coefficient k.

Exemple :

Si on souhaite K = 25 et  IS2=10.IS1
Alors, on choisi  R2=10. R1=10K(
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Lorsque l’on souhaite réaliser une référence de tension qui soit indépendante de la tension d’alimentation et qui reste insensible aux dérives de température, on fait appelle a  l’approche  qui reste la plus populaire , a savoir: la référence de tension « Bandgap ».

Le concept de base repose sur :

- génération d’une tension VBE issue d’une jonction PN (transistor bipolaire). Pour cela on fixe un courant collecteur grâce à une source de courant. Le coefficient de température est de –2mV/°C. (1)
- création d’une tension thermique 
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 dont le coefficient de température est  +0.085mv/°C.

- Multiplication de la tension Vt par une constante G, ce qui donne G.Vt. (2)
- Enfin, on somme (1)+(2) pour obtenir :  VREF=VBE+G.Vt


Principe :

On fait croître VCC a partir de zéro. A partir de VBE=0.7V, Q1 et Q2 conduisent.

/////////////////////////////////////////

La tension de gap pour le silicium est : VG0=1.205V

L’objectif est d’obtenir :
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Pour T=27°C  on donne (=3.2 et (=1

Ainsi :
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Exemple :

On souhaite obtenir une tension de référence VREF=1.262V.

Après la réalisation, on mesure VOUT=VREF=1.280V
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ce qui correspond a 138°C
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mais aussi 70µV/°C
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